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DXSFOSXTXF PERHETTANT DE PRODUZRE X7N CK2^F EIiECTRXQUE 
MODULE AU NXVEAU D"UNE ELECTRODE ET SON APPLXCATXON AUX 
ECRANS PLATS A EMXSSXON DE CHAMP 



Domaine technique 

La presente invention concerne un 
dispositif permettant de produire un champ 61ectrique 
moduli au niveau d'une electrode. Ella s' applique en 
particulier aux ecrans plats a emission de champ. 



Etat de la techn±<iue anterieure 

Les dispositifs de visualisation par 
cathodoluminescence excitee par Emission de-'NiChamp sont 
bien connus . Un tel dispositif comprend une - cathode 
disposee en regard d'une anode. La cathode est une 
structure plane 6mettrice d' Electrons et^ 1' anode est 
une autre structure plane recouverte d'une couche 
luminescente . Ces structures sont separees par un 
espace dans lequel on a fait le vide. 

La cathode peut etre une source a 
micropointes ou une source equipee d'un materiau 
25 emissif a faible champ seuil (le champ seuil etant le 
champ electrique necessaire pour extraire des electrons 
d'un materiau), par exemple des nanostructures ou du 
carbone. Les sources equipees d'un materiau emissif 
sont utilisees dans des dispositifs de visualisation se 
3Q presentant generalement sous deux formes : une 
structure de type diode ou une structure de type 

triode-;^ — — — 

La figure 1 representee vu en coupe 
transversale, un 6cran plat a Emission de champ 
35 fonctionnant selon une structure de type diode. La 
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cathode 1 est constituee d'une plaque de materiau 
isolant 3 supportant des pistes metalliques 4 
parall^les entre elles et recouvertes de couches d'un 
materiau emissif 5. L" anode 2 est une plaque isolante 
et transparente 6, par exemple en verre^ supportant des 
pistes conductrices 7 parall^les entre elles et 
perpendiculaires aux pistes 4 de la cathode. Les pistes 
7 sont realis6es par gravure d'une couche de materiau 
conducteur transparent comme de I'oxyde mixte d'etain 
et d' indium (ITO) . Les pistes 7 sont recouvertes de 
couches de luminophore 8 . 

Les plaques de cathode et d* anode sont 
placees I'une en face de 1' autre, les pistes etant en 
vis-a-vis pour constituer une structure matricielle. Le 
croisement des r^seaux de pistes forme des 616ments 
d' image ou pixels. En appliquant entre une piste 4 de 
la cathode et une piste 7 de 1' anode une difference de 
potentiel adequate, une Emission d' Electrons se produit 
sur la zone de la piste 4 correspondant au pixel 
consid6r6 et la zone du luminophore 8 en regard est 
excitee. Une image complete peut §tre obtenue sur 
l*ecran en alimentant successivement chaque ligne de 
l*ecran et par balayage de I'ecran. 

Un materiau emissif a faible champ seuil 
tel que le carbone n^cessite, pour que 1' emission 
d* electrons se produise, un champ electrique minimum de 
quelques V/]am entre une piste d' anode et une piste de 
cathode en regard. Si l*espacement entre ces pistes est 
de 1 mm, il faut done appliquer une difference de 
potentiel de quelques kV, typiquement de 500 0 a 
10 000 V, Ceci entralne deux probl^es principaux, Le 
premier — probi^me — est — 1-a — tenue — ^en — tensi-on— : — ^i~l~ y a 
risque de claquage entre anode et cathode et surtout 
entre deux pistes adjacentes. Le second probleme 
r^sulte de la n6cessit6 de coiranuter une tension de 
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plusieurs kv lors du balayage de 1 ' ecran. Ce probleme 
peut §tre r^solu en diminuant 1 * espace entre anode et 
cathode^ ce qui permet de diminuer d'autant la 
difference de potentiel entre elles tout en conservant 
le meme champ electrique, L ' inconv6nienet de cette 
solution est que cette diminution du potentiel entralne 
une diminution du rendement des luminophores et une 
diminution de la brillance de I'^cran. 

La structure de type triode a et6 propos6e 
pour tenter de remedier a ces probl^mes. La figure 2 
representee vue en coupe transversale un 6cran plat k 
emission de champ mettant en oeuvre une telle structure. 
La cathode 11 est constituee d'une plaque de verre 13 
supportarit des pistes metalliques 14 paralleles entre 
-j_5 elle.s> ^ efe. recouvertes de couches 15 d'un materiau 
emii9S:S^i*^f , pati? *exemple du carbone . 

Lesrv pisfeesr 14 > sont . piacees - aut^ fond de 
tranch^es#^ grave es dans une couche--sde materiau isolant 
10, cette couche 10. etant recouverte d'une couche 
20 met-allique 19 servant de grille d • extraction . L 'anode 
12 peut Stre form^e d'une plaque - transparente 16 
supportant par exemple une couche transparente et 
conductrice 17 recouverte d'une couche de materiau 
luminescent 18. 

25 Une emission d' electrons par le materiau 

emissif peut §tre obtenue en appliquant, entre grille 
d' extraction 19 et piste 14, une difference de 
potentiel telle que le champ electrique resultant au 
niveau du materiau emissif soit superieur au champ 
seuil de ce materiau, typiquement quelques V/iam. La 
distance separant la grille d' extraction des pistes 



etant beaucoup _ plus f aible que la d i s t anc e ; s epar anl^ 
1' anode de la cathode, la difference de potentiel a 
appliquer est d'autant reduite. 
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Les lignes de champ electrique allant des 
pistes 14 a la grille d' extraction 19, una grande 
partie des electrons emis vont Stre pieges par la 
grille. La structure de type triode presente done 
5 1 • inconvenient resultant du fait que tres peu des 
Electrons emis atteignent la couche de luminophore . 

Un tel dispositif de visualisation k 
structure de type triode permet done d'eviter les 
risques de claquage electrique et les probl^es de 

2_Q commutation de tensions ^levees. Cependant, ces 
ameliorations sont obtenues au detriment de la densite 
d' electrons 6m±s qui atteignent la couche de 
luminophore, De plus, ce type de structure n^cessite la 
realisation d'un d6p6t du materiau 6missif uniquement 

15 au fond des tranch6es, ce qui presente des difficult6s 
importantes • 

Expose de 1 ' invent:±on 

20 presente invention permet de resoudre 

les problemes exposes ci-dessus . La solution consiste a 
appliquer un champ electrique de modulation a proximite 
d'une electrode au voisinage de laquelle on veut 
obtenir un champ electrique de valeur determinee. Selon 

25 les cas, le champ electrique de modulation aura pour 
effet de diminuer ou d'augmenter la valeur du champ 
electrique au voisinage de 1 ' Electrode en question. 

Un premier objet de 1* invention concerne un 
dispositif permettant de produire un champ Electrique 

3 0 entre une premiere electrode et une deuxieme electrode, 
comprenant : 

- des moyens pour appliquer une difference 
de potentiel entre ces deux electrodes, permettant 
d' obtenir, si cette difference de potentiel est 
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appliqu^e seule une valeur pr^determinee de champ 
61ectrique au voisinage de la premiere electrode, 

- des moyens formant Electrode situ6s a 
proximity de la premiere electrode^ soit dans le m§me 

5 plan qu'elle, soit de inanifere que la premiere electrode 
se trouve intercal6e entre la deijxi^me Electrode et 
lesdits moyens formant electrode, 

- des moyens pour appliquer une difference 
de potentiel entre les moyens formant electrode et la 
premiere electrode afin d'obtenir par la contribution 
desdites differences de potentiel une autre valeur 
pr6determinee de champ ^lectrique audit voisinage de la 
premifere Electrode. 

Dans ion premier cas, les, : . moyens pour 

15 appliquer une difference de potentiel entre la premiere 
et la deuxifeme- electrode et les moyens pour appliquer 
une difference de potentiel entre les moyens formant 
electrode et la premiere electrode fournissent des 
differences de potentiel telles que la valeur du champ 

20 eiectrique audit voisinage de la premiere electrode est 
superieure a la valeur qui serait due a la seule 
difference de potentiel entre la premiere et la 
deuxieme electrode . 

Dans un deuxieme cas, les moyens pour 

25 appliquer une difference de potentiel entre la premiere 
et la deiaxieme electrode et les moyens pour appliquer 
une difference de potentiel entre les moyens formant 
electrode et la premiere electrode fournissent des 
differences de potentiel telles que la valeur du champ 

"^0 eiectrique audit voisinage de~la premiere eXectrode" e s t" 
inferieure k la valeur qui serait due k la seule 
difference de potentiel entre la premiere et la 
deuxieme electrode. 
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Avantageusement , la premiere et la deuxieme 
electrode et les moyens formant Electrode sont disposes 
selon des plans paralleles. 

Les moyens formant electrode peuvent 
comprendre deiix electrodes encadrant la premiere 
Electrode . 

Si la premiere . Electrode se trouve 
intercal6e entre la deuxieme Electrode et les moyens 
formant electrode, les moyens formant Electrode peuvent 
§tre constitu6s d'une seule Electrode. 

Un deuxieme objet de 1 ' invention concerne 
un procede de production d'un champ 61ectrigue entre 
une premiere electrode et une deuxieme Electrode, 
comprenant : 

- 1 • application d'une difference de 
potentiel entre la premiere et la deuxieme electrode de 
maniere a obtenir, si cette difference de potentiel 
etait appliquee seule, une valeur predeterminee de 
champ electrique au voisinage de la premifere Electrode, 

- 1 • application d'une difference de 
potentiel entre la premiere electrode et des moyens 
formant electrode et situes a proximite de la premiere 
electrode, soit dans le m§me plan qu'elle, soit de 
maniere que la premiere electrode se trouve intercaiee 
entre la deuxieme electrode et lesdits moyens formant 
electrode, afin d'obtenir, en cooperation avec le champ 
electrique dCL a 1 ' application de la difference de 
potentiel entre la premiere et la deuxieme electrode, 
une autre valeur predeterminee de champ electrique, 

Dans un premier cas, 1 * application de la 
difference de potentiel entre la premiere et la 
deuxieme electrode est" telle que, si cette difference 
de potentiel etait appliquee seule, le champ electrique 
audit voisinage de la premiere electrode serait 
superieur a ladite autre valeur predeterminee. 
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Dans un deuxieme cas, 1 • application de la 
difference de potentiel entre la premiere et la 
deuxieme Electrode est telle que, si cette difference 
de potentiel etait appliqu6e seule, le champ electrique 
audit voisinage de la premiere electrode serait 
inf^rieur a ladite autre valeur predeteorminee. 

Un troisieme objet de 1 * invention concerne 
un ecran de visualisation a emission de champ 
comprenant une plaque d* anode et une plaque de cathode 
disposees en regard, la plaque d' anode comportant sur 
sa face interne a 1 ' ecran au moins une electrode 
supportant des moyens luminophores , la plaque de 
cathode comportant sur sa face interne k 1 ' 6cran au 
moins une . Electrode 6mettrice d* Electrons au moins 
partiellement en regard de 1 ' electrode d'anode, cette 
61ectrQ<ieii*aiir de * cat*hode.^# devenanst^ ^mettrice d' Electrons 
lorsque le, cheanp Electrique <a son voisinage depasse une 
valeur de> seuil, l'6c^a,n^ compisienent egalement des 
moyens d ' application-, d'une difference de potentiel 
entre ladite ^ Electrode d' anode et ladite electrode de 
cathode, caracterise en ce que 1 ' ecran comprend en 
outre des moyens formant electrode situes a proximite 
de 1' electrode de cathode, soit dans le meme plan 
qu'elle, soit de mani^re que 1' electrode de cathode se 
trouve intercalee entre 1' electrode d' anode et lesdits 
moyens formant electrode, 1' ecran comprenant egalement 
des moyens pour appliquer une difference de potentiel 
entre 1 • Electrode de cathode et les moyens formant 
electrode, les moyens pour appliquer des differences de 
potentiel sont tels qu'ils permettent d'obtenir audit 

voisinage de 1 'elect rode de cathode une va leur 

prEdeterminee de champ Electrique rEsultant de la 
contribution desdites diffErences de potentiel, ladite 
valeur prEdEterminEe Etant ^ volontE soit infErieure a 
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ladite valeur de seuil, soit superieure a ladite valeur 
de seuil, 

Dans un premier caS/ les moyens pour 
appliquer una difference de potentiel entre ladite 
5 Electrode d' anode et ladite electrode de cathode sont 
tels que, en 1' absence d'une diff^reiice de potentiel 
appliqu^e entre 1 • electrode de cathode et les moyens 
formant Electrode, ladite valeur pred6termin6e de champ 
61ectrique est inf^rieure ^ ladite valeur de seuil. 

10 Dans un deuxi^me cas, les moyens pour 

appliquer une difference de potentiel entre ladite 
electrode d' anode et ladite Electrode de cathode sont 
tels que, en 1' absence d'une difference de potentiel 
appliquee entre 1' electrode de cathode et les moyens 

15 formant electrode, ladite valeur predetermin^e de champ 
electrique est superieure a ladite valeur de seuil. 

Les . moyens formant Electrode peuvent 
comprendre deux Electrodes encadrant 1* electrode de 
cathode . 

20 Si 1' electrode de cathode est situEe entre 

1' Electrode d' anode et les moyens formant Electrode, 
les moyens formant electrode peuvent §tre constituEs 
d'une seule Electrode. 

Avantageusement , 1* Electrode de cathode et 

2 5 les moyens formant Electrode sont sEparEs par une 

couche de matEriau isolant. 

De prEfErence, 1* Electrode de cathode 
comprend un ElEment conducteur sur lequel est dEposEe 
une couche de matEriau Emissif . Cette couche de 
30 matEriau Emissif peut Stre sEparEe de 1' ElEment 
conducteur par une couche rEsistive. La couche de 
matEriau emissif peut ne recouvrir qu'une partie de la 
couche resistive. Le matEriau emissif peut §tre un 
matEriau depose sur la couche resistive par 

3 5 1 ' intermediaire d'un matEriau catalyseur dEposE sur la 
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couche resistive et sur lequel le itiat^riau emissif se 
depose pr6f drentielleitient . 

L'ecran de visualisation est 

avantageusement du- type matriciel, le croisement de 
5 lignes et de colonnes definissant des pixels. 

Selon une disposition pref erentielle, la 
plaque d* anode comporte une electrode commune 
supportant des moyens luminophores , la plaque de 
cathode comporte une plaque supportant des lignes de 

10 conducteurs constituant les moyens formant electrode, 
recouverte d'une couche de materiau di^lectrique, la 
couche de materiau dielectrique supportant des colonnes 
de conducteurs, les lignes et les colonnes formant un 
arrangement matriciel reli6 k des moyens d'adressage et 

15 definissant des pixels, les colonnes de conducteurs 
supportant un materiau emissif. Chaque-^* pixel peut 
correspondre au croisement d'une ligne et de plusieurs 
conducteurs de colonnes. 

Selon une disposition particuliere, les 

20 lignes de conducteurs comportent des fenetres en vis-^- 
vis des colonnes de conducteurs, le materiau emissif 
supporte par les colonnes de conducteurs n'etant 
present que sur les zones des colonnes de conducteurs 
correspondant aux f en§tres . 

25 Un quatrieme objet de 1 ' invention concerne 

un proc6d6 d' utilisation d'un ^cran de visualisation a 
emission de champ comprenant au moins une Electrode 
d* anode et au moins une electrode de cathode en regard, 
1' electrode de cathode comprenant un materiau Emissif 

3 0 ^mettant des electrons lorsque le champ 61ectrique au 

voi sinage de 1 ' electrode de cathode depasse une v aleur 

de seuil, caracteris6 en ce^^qu'll comprend, pour 
obtenir une Emission d* electrons de la part du materiau 
^issif : 
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- 1 ' application d'une difference de 
potentiel entre 1' electrode d' anode et 1* Electrode de 
cathode de maniere a obtenir audit voisinage de 
1' electrode de cathode, si cette difference de 

5 potentiel etait appliquee seule, un champ 61ectrique de 
valeur inferieure a ladite valeur de seuil, 

- 1 * application d'une difference de 
potentiel entre 1 'electrode de cathode et des moyens 
fontiant Electrode situes a proximity de 1 ' Electrode "^fle 

10 cathode, soit dans le mSine plan qu'elle, soit de 
manifere que 1' Electrode de cathode se trouve intercal6e 
entre 1' Electrode d' anode et lesdits moyens formant 
Electrode, afin d' obtenir audit voisinage de 
1' Electrode de cathode, en cooperation avec le cheonp 

15 electrique da k 1 ' application de la difference de 
potentiel entre les Electrodes d' anode et de cathode, 
une valeur de champ electrique sup6rieure k ladite 
valeur de seuil. 

Un cinquieme objet de 1 ' invention concerne 

20 un precede d ' utilisation d ' un ecran de visualisation k 
emission de champ comprenant au moins une Electrode 
d' anode et au moins une electrode de cathode en regard, 
1' electrode de cathode comprenant un materiau Emissif 
emettant des Electrons lorsque le champ Electrique au 

25 voisinage de 1 ' Electrode de cathode dEpasse une valeur 
de seuil, caractErisE en ce qu'il comprend, pour Eviter 
une Emission d' Electrons de la part du matEriau 
Emissif : 

- 1 • application d'une diffErence de 
30 potentiel entre 1' Electrode d' anode et 1' Electrode de 

c athode de maniere a obtenir audit voisinage de 

1' Electrode de cathode, si cette diffErence de 
potentiel Etait appliquEe seule, un champ Electrique de 
valeur superieure k ladite valeur de seuil, 
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- 1 'application d'une difference de 
potential antra 1' electrode de cathode et des moyens 
formant electrode situes a proximite de 1' Electrode de 
cathode, soit dans le meme plan qu'elle, soit de 
maniere que 1' electrode de cathode se trouve intercal6e 
entre 1' electrode d' anode et lesdits moyens formant 
electrode, afin d'obtenir audit voisinage de 
1' electrode de cathode, en cooperation avec le chaimp 
61ectrique du a 1 ' application de la difference de 
potential entre las Electrodes d' anode et de cathode, 
une valeur de champ electrique inferieure k ladite 
valeur de seuil. 

Breve description des desslns 

li" invention sera mieux comprise et d'autres 
avantages et particularites apparaitront a la lecture 
de la description qui va suivre, donnee a titre 
d' example non limitatif, accompagnee • des dessins 
annexes parmi lesquels : 

- la figure 1, deja d^crite, est une vue en 
perspective et en coupe transversale , d'un premier 
ecran plat ^ emission da champ salon I'art anterieur ; 

- la figure 2, dejk decrite, est une vue en 
coupe transversale d'un deuxieme ecran plat k Emission 
de champ salon 1 ' art anterieur ; 

- les figures 3A at 3B sent des vuas en 
coupe illustrant le f onctionnement d'un dispositif 
selon 1 ' invention ; 

- la figure 4 est une vue en coupe 
tran sversale et partiella d'un Ecran plat k emission d e 
chanjp selvQn' ;! ' invention- ; 

- les figures 5 a 9 presentent des 
variantes da realisation d'un element d' ecran plat a 
Emission de champ salon 1' invention. 
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- la figure 10 est une vue en perspective 
d'une plaque de cathode pour ecran plat a emission de 
champ selon 1 ' invention, 

^ les figures 11 a 13 sont des schemas des 
5 tensions a appliquer pour adresser un pixel d'ecrans de 
visualisation selon 1' invention. 

Description detaillee de modes de realisation de 
1 * Invention 

10 

Les figures 3A et 3B sont des vues en coupe 
illustrant le f onctionnement d'un dispositif selon 
1* invention. Le dispositif comprend une plaque 21 
designee dans cet exemple en tant que plaque de 

15 cathode. La plaque de cathode 21 comprend une plaque 
support 23 supportant une electrode 25 encadree par 
deux parties 28 et 29 d'une m§me electrode. Le 
dispositif comprend aussi une plaque 22 designee dans 
cet exemple en tant que plaque d' anode. La plaque 

20 d' anode 22 comprend une plaque support 26 supportant 
une Electrode 27. Les plaques d'anode et de cathode 
sont disposees en regard et selon des plans parall^les, 
leurs electrodes correspondantes se faisant face. Elles 
sont s6par6es par la distance d. 

25 La figure 3A represente le cas ou 1 • on 

applique sur 1* electrode 27 un potentiel + V et sur 
1' electrode 25 ainsi que sur les parties 28 et 29 un 
potentiel nul. Un champ electrique uniforme de valeur 
V/d s'etablit a 1 ' interieur du dispositif. Des lignes 

30 d' equipotentielles sont representees en traits 
inter rompus sur la figure 3A. La ligne represen tee la 
plus proche de 1 • electrode 25 correspond au potentiel 
Vi, intermediaire entre le potentiel de 1' electrode de 
cathode 25 et celui de 1 * electrode d' anode 27. 
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La figure 3B repr^sente le cas ou I'on 
applique sur 1' electrode 27 un potentiel + V, sur 
1' electrode 25 un potentiel nul et sur les parties 28 
et 29 un potentiel Vi. II se produit alors un 
5 d^placement et une deformation des equipo tent iel les qui 
entralnent un resserrement des equipotentielles au- 
dessus de 1' electrode de cathode 25, done une 
augmentation du champ electrique au niveau de celle-ci. 
Le mSme effet est obtenu si on fixe une difference de 

10 potentiel entre 1* electrode 27 et les parties 28 et 29 
et que 1 ' on porte 1* electrode 25 k un potentiel plus 
negatif que celui des parties 28 et 29 par rapport a 
1 'electrode 27 . 

Inversement, si on desire diminuer la 

15 valeur du champ Electrique existant au niveau de 
1' Electrode 25 par une difference de potentdel imposEe 
entre les Electrodes 25 (au potentiel +V) et 27 un 
potentiel nul), les parties 28, et 29 peuvent etre 
portEes au potentiel - Vi. 

20 L' Electrode formEe des parties 2 8 et 2 9 

peut done §tre dEsignEe sous le terme d' Electrode 
modulatrice. 

La figure 4 est une vue partielle, en coupe 
transversale d*un ecran plat a Emission de champ auquel 
25 s 'applique le mode de commande selon I'invention^ Cet 
Ecran comprend une plaque de cathode 31 et une plaque 
d' anode 32 placEes en vis-^-vis selon des plans 
paralleles. Elles portent des Electrodes sur leur face 
interne. Des entretoises non reprEsentEes assurent un 
30 Ecartement constant entre les plaques de cathode et 

dV anode et le vide est fait k 1 ' intErieur de 1' Ecran. 

La plaque de ..cathode 31 comprend une plaque 
support 33 en matEriau isolant, par exemple en verre, 
sur laquelle on dEpose success ivement un rEseau de 
35 bandes mEtalliques 38, 39 pour constituer les 
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electrodes de modulation, une couche isolante 34 (par 
exemple de la silice) puis un reseau d' electrodes de 
cathode 35 placees dans les intervalles du reseau sous- 
jacent. Sur la figure 4, une seule electrode de cathode 
5 a ete representee. Elle est soit constituee d'un 
materiau a faible champ seuil^ soit recouverte d'une 
couche de materiau ^ faible travail de sortie, par 
exemple du carbone ou des nanostructures . Sur la figure 
4, 1' Electrode de cathode 35 supporte une couche 3 0 

10 d'un tel materiau. Les bandes 38 et 39 correspondant ^ 
une Electrode 35 sont relives electriquement ensemble 
pour constituer une electrode de modulation. 

La plaque d' anode 32 comprend une plaque 
support 36 en materiau isolant et transparent, 

15 typiquement en verre, recouverte successivement d'une 
couche 37 de materiau transparent et conducteur, par 
exemple de I'lTO, et d'une couche 20 d'un materiau 
luminescent . 

L'ecran peut etre utilise selon le premier 

20 mode de f onctionnement suivant . On applique entre 
1' electrode d' anode 3 7 et 1' electrode de cathode 3 5 une 
difference de potentiel telle que le champ electrique 
resultant au niveau de 1' Electrode emettrice soit 
inf^rieur au champ de seuil d' extraction des electrons 

25 du materiau ^missif 30. II n'y a done pas Emission 
d' electrons sous I'effet de ce seul champ. 

Si 1' electrode de modulation 38, 39 est 
portee a un potentiel intermediaire entre celui de 
1" anode et celui de 1' Electrode emettrice, il se 

30 produit un d^placement et une deformation des 
equipotentielles entralnant une augmentation du champ 
Electrique au niveau de 1' electrode emettrice. Le 
potentiel de 1 ' electrode de modulation peut §tre choisi 
tel que le champ electrique au niveau de 1* electrode 

35 d* emission devienne superieur au champ seuil du 
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materiau 6missif. II y aura alors Emission d' Electrons. 
Ces electrons sont emis perpendiculairement k 
1' Electrode d' Emission. lis sont ensuite acc616res par 
le champ d* anode et viennent f rapper la couche 
5 luminescente 20 recouvrant 1* electrode d'anode 37. 
Ainsi pour toute valeur V du potentiel applique a 
1' Electrode Emissive, il existe une valeur Vs de 
potentiel qui, applique a 1 'electrode de modulation, 
permet d' avoir un champ electrique au niveau de 
10 1' electrode emettrice egal au champ seuil d* emission du 
materiau, Vg etant super ieur a V : 

Vs = V + AVs 

Pour toute valeur de potentiel de 1* Electrode 
modulatrice sup^rieure h Vg, il y a Emission 
15 d' Electrons. 

A titre d' example, les plaques d' anode 32 
et de cathode 31 peuvent §tre espac^es de 1 mm, les 
bandes metalliques 38 et 39 peuvent avoir une largeur 
de 20 vun et §tre espac6es de 10 ym. La couche isolante 

20 34 peut §tre une couche de silice de 1 pm d'6paisseur. 
L' electrode de cathode 35 peut avoir une largeur de 
5 ym et etre centree dans I'espacement separant les 
bandes metalliques 3 8 et 39. Pour un materiau 6missif 
3 0 ayant un champ seuil de 5 a 6 V/ym, ce qui est 

25 classique, on applique sur 1 'anode un potentiel de 
+ 3 000 V par rapport a la cathode, ce qui donne un 
champ electrique de 3 V/ym au niveau de 1' Electrode 
emettrice, ce champ etant inf^rieur au champ seuil. 
L' electrode de cathode 35 etant maintenue ^ 0 V, si 

30 1" electrode modulatrice 38, 39 est portee a + 30 V, le 

champ Electrique k la surface de 1' electrode Emissiv e 

passe a 7 V/ym, ce qui est- superieuriKau*.champt^seuil. Il 
apparalt done que les tensions k commuter restent 
faibles, typiquement quelques dizaines de volts, ce qui 

35 ne pose aucun probl^e. 
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L'ecran peut aussi etre utilise selon le 
deuxieme mode de f onctionneinent suivant. On applique 
entre 1' electrode 37 et 1' electrode de cathode 35 une 
difference de potentiel et il en r^sulte un chcunp 
5 eiectrique au niveau de 1 ' Electrode emettrice . Si ce 
champ eiectrique est superieur au champ seuil 
d' extraction des electrons du mat^riau ^missif 30, il y 
a emission d' Electrons sous 1 ' ef f et de ce seul champ. 
Si 1' electrode de modulation 38, 39 est port^e k un 

10 potentiel inf^rieur ^ celui de 1' Electrode de cathode 
35, il se produit un deplacement et une deformation des 
equipotentielles entralnant une diminution du champ 
eiectrique au niveau de 1' electrode emettrice. Le 
potentiel de 1' electrode de modulation peut §tre choisi 

15 tel que le champ electrique au niveau de 1* electrode 
d' emission devienne inferieur au champ seuil du 
materiau emissif et ainsi permette d*arreter 1' emission 
d' electrons. Ainsi, a toute valeur V de potentiel 
applique a 1* electrode emettrice il existe une valeur 

20 Vs de potentiel qui, applique ^ 1' electrode de 
modulation, permet d' avoir un champ electrique au 
niveau de 1* electrode emettrice egal au champ seuil 
d' emission du materiau, Vs etant inferieur k V : 

Vs = V - AVs 

25 Pour toute valeur de potentiel applique a 1' electrode 
modulatrice superieure a Vg, il y a emission 
d' electrons. Pour toute valeur inferieure ^ Vs, 
1 ' emission est supprimee . 

La plaque de cathode, et notamment la 
30 repartition des electrodes, peut presenter differentes 
variantes. Les figures 5 a 9 representent quelques unes 
des variantes possibles. Par souci de clarte, on n'a 
represente sur ces figures qu'une seule electrode de 
cathode . 
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La figure 5 repr^sente une plaque de 
cathode 41 comprenant une plaque 43 en materiau isolant 
(par exemple du verre) supportant un reseau 
d' electrodes modulatrices formees chacune de deux 
bandes conductrices 48 et 49 reliees ensemble. La 
plaque 43 supporte aussi une couche isolante 44, par 
exemple en silice. Sur la couche isolante 44, on a 
depose des electrodes de cathode 45 en correspondance 
avec les electrodes modulatrices 48, 49. Chaque 
electrode de cathode est d^pos^e au-dessus de 
I'intervalle separant les bandes conductrices 48 et 49 
correspondantes et sym6triquement par rapport a celles- 
ci. Sur ces Electrodes de cathode 45 sont depos6es 
success ivement une couche resistive 46 et une couche de 
mafe^is^iau Emissif 47. La couche resistive 46 a pour 
f o'ne^t^ion . d'unif ormiser 1' Emission ^ - la surface de 
1 • electrode .emissive ^qui est formee de la superposition 
des««*fe ElEm^nts^ 45 , 46 et 47. Ainsi, on empdche des 
emissions ponctuelles^.?tres fortes, pouvant : conduire a 
des claquageSv de se >produire. Cette disposition permet 
de minimiser la superposition de 1 * electrode de cathode 
et de 1' electrode modulatrice et done de minimiser la 
capacite parasite qui existe entre elles, ce qui est 
important lorsque la surface de 1 • dcran est grande. 
Certains dispositifs ne nEcessitent pas cette 
precaution vis-^-vis de la capacity parasite. La forme 
de 1' Electrode de modulation peut aller de celle 
representee k la figure 5 a celle representee k la 
figure 6 ou elle n'est constitute que d'une seule 
bande. Elle peut evidemment prendre toutes les formes 
IntermEdia ires-. 



La figure 6 reprEsente une plaque ' de 
cathode comprenant, comme pour la figure 5, une plaque 
support 53, une couche isolante 54, une Electrode de 
cathode 55; une couche rEsistive 56 et une couche de 
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materiau emissif 57, Par centre, 1' electrode 
modulatrice 50 est constituee par une seule bande 
conductrice, 1 ' electrode emettrice etant centree sur 
1* electrode modulatrice, 
5 La figure 7 illustre une forme 

intermediaire • On retrouve la structure de plaque de 
cathode de la figure 5 . La plaque de cathode 61 
comprend une plaque support 63, deux bandes 
conductrices 68 et 69 formant 1' Electrode modulatrice, 

10 la couche isolante 64 supportant 1* Electrode emettrice 
constitute par !• electrode de cathode 65, la couche 
resistive 66 et la couche de materiau tmissif 67. 
L' electrode Emettrice poss^de dans cette variante la 
m§me largeur que I'intervalle s6parant les deux bandes 

15 conductrices 68 et 69. 

Sur la figure 8, on retrouve aussi la 
structure de plaque de cathode de la figure 5. La 
plaque de cathode 71 comprend une plaque support 73, 
deux bandes conductrices 78 et 79 formant 1' electrode 

20 modulatrice, la couche isolante 74 supportant 
1 • electrode, emettrice constituee par 1 ' electrode de 
cathode 75, la couche resistive 7 6 et la couche de 
materiau emissif 77. Dans cette variante, la couche de 
materiau emissif 77 ne couvre que la partie centrale de 

25 la couche resistive 76. Cette disposition permet 
d'obtenir un faisceau d' Electrons plus focalise en 
eliminant les electrons qui pourraient dtre so\amis aux 
effets de bord de 1' electrode de cathode 75. Cette 
disposition peut §tre combinee avec les autres 

30 variantes d6crites pr6c6demment • 

Sur la figure 9, on retrouve encore une 

fois la structure de plaque de cathode de la figure 5. 
La plaque de cathode 91 comprend une plaque support 93, 
deux bandes conductrices 98 et 99 formant 1' electrode 

35 modulatrice, la couche isolante 94 supportant 
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1' electrode ^mettrice comprenant 1* electrode de cathode 
95 et la couche resistive 96. Dans cette variante, 
1' electrode emettrice comprend aussi des plots 92 en 
materiau catalyseur, par exemple du nickel, du fer, du 
cobalt ou un alliage de ces metaux, ces plots etant 
deposes sur la couche resistive 96. Les plots 92 
supportent le materiau emissif 97, par exemple du 
carbone qui se depose pref ^rentiellement sur le 
materiau catalyseur pour constituer des sites Emissif s. 

La figure 10 est tine vue 6c.latee et en 
perspective d'une plaque de cathode pour ecran plat a 
Emission de champ du type matriciel mettant en ceuvre 
1- invention. La plaque de cathode 81 comprend une 
plaque 83, par exemple en verre, supportant un r^seau 
de bandes conductrices Y formant des lignes, par 
exemple Yi, Yj, Yjc. Dans ces bandes on a amenage des 
ouvertures ou fenStres 80, par exemple de forme 
rectangulaire . Ce r6seau de lignes est reconvert d'une 
couche de materiau dielectrique 84 sur laquelle on a 
depose des bandes conductrices 85 paralleles entre 
elles et perpendiculaires aux bandes Y. Les bandes 
conductrices 85 sent, dans cet exemple de realisation, 
groupees par trois pour constituer des colonnes Xi, X j , 
Xk. Les bandes conductrices 85 sont recouvertes chacune 
d'une couche de materiau resistif 86 et de materiau 
emissif. Dans 1' exemple de la figure 10, le materiau 
Emissif 87 n'a ete depos6 que sur les zones utiles, 
c'est-a-dire sur les zones des colonnes situ6es au- 
dessus des fenStres 80 pratiqu6es dans les lignes. On 
obtient ainsi deux reseaux, I'un de lignes et 1' autre 
de colonnes, orthogonaux entre eux. Un pixel est 
constitue par le croisement d'une ligne.. et d'une 
colonne . 

La figure 11 est un exemple des schemas des 
tensions k appliquer pour adresser un pixel d'un 6cran 
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de visualisation comportant une plaque de cathode du 
type repr6sent6 a la figure 10 et dans le cas ou la 
tension appliquee entre 1* anode et la cathode cree un 
champ electrique inferieur au champ seuil d' emission. 
Cet example permet de minimiser le nombre des valeurs 
de tension n^cessaire. Pour adresser le pixel X j , Yj 
1' anode non representee est port^e a un potentiel Va. 
la colonne Xj au potentiel Vq et la ligne Yj k un 
potentiel Vi (Vi etant intermediaire entre Vq et Va) . 
Les autres colonnes X sont portees au potentiel VI 
tandis que les autres lignes Y sont portees au 
potentiel Vq. Le potentiel Vi est choisi de sorte que 
1 ' augmentation du champ Electrique au niveau de 
1' electrode emettrice soit telle que ce champ 
Electrique devienne supErieur au champ seuil. 

La figure 12 est un schema des tensions k 
appliquer pour adresser un pixel d'un Ecran de 
visualisation comportant une plaque de cathode du type 
reprEsentE k la figure 10 et dans le cas ou la tension 
appliquEe entre 1 ' anode et la cathode cree un champ 
Electrique superieur au champ seuil d' emission. Pour 
adresser un pixel Xj , Yj 1' anode non representee est 
portee a un potentiel Va et la colonne Xj au potentiel 
Vq. Si on appelle d la distance separant 1 ' anode de la 
cathode, le champ electrique resultant de cette 
difference de potentiel (Va-Vq) /d est superieur au champ 
seuil d' emission du materiau. Pour que le pixel Xj, Yj 
emette, il faut que le potentiel Vi de la ligne Yj soit 
supErieur ^ la tension Vs. Sur la colonne Xj , pour que 
les pixels X j , Yi et Xj. Yjc soient Eteints, il faut que 
- l-e -potentiel— V2— des^lignes_Y-i_e.t_Y^ inf Erieur_i^Vs.. _ 

Sur la ligne Yj, les deux pixels Xi, Yj et X^, Yj doivent 
§tre Eteints. Pour cela, le potentiel V3 des colonnes Xi 
et Xk doit §tre supErieur a Vi + AVg, AVg Etant Egal k 
Vo-Vs. Les pixels Xi, Yi/Xi, Yk/Xk, Yi et Xk,Yk ont une 
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tension de colonne egale a V3 et une tension ligne 
6gale a V2 . Or, V2<Vs, V3>Vi + AVs, Vi>Vs et V3>Vs + AVg. 
La difference entre les tensions de colonnes Xi-Xk et 
les lignes Yi-Yjc etant superieure a AVg et les tensions 
5 de lignes etant inf^rieures aux tensions de colonnes, 
les pixels correspondants n'^inettent pas. 

La figure 13 est 6galement un schema de 
tensions applicable au cas precedent. Parmi toutes les 
valeurs possibles pour Vi, V2 et V3/ on peut choisir une 
10 solution plus simple. Ainsi, si on prend Vi=Vo et 
AV>AVs/ pour adresser un pixel Xj, Yj il faut appliquer 
une tension Vo sur la colonne Xj et la ligne Yj, les 
autres colonnes 6tant port6es a une tension Vo + AV et 
les autres lignes* a une tension Vo - AV. 
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REVENDXCATXONS 

1. Dispositif permettant de produire vin 
champ electrique entre une premiere electrode (25) et 

5 une deuxieme electrode (27), comprenant : 

- des moyens pour appliquer une difference 
de potentiel entre ces deux Electrodes (25, 27), 
permettant d'obtenir, si cette difference de potentiel 
est appliquee seule une valeur predetermin6e de cheunp 

10 electrique au voisinage de la premiere Electrode (25), 

- des moyens formant electrode (28, 29) 
situEs a proximitE de la premiere electrode (25), soit 
dans le m§me plan qu'elle, soit de mani^re que la 
premiere Electrode se trouve intercalEe entre la 

15 deuxiEme electrode et lesdits moyens formant electrode, 

- des moyens pour appliquer une difference 
de potentiel entre les moyens formant electrode (28, 
29) et la premiere electrode (25) afin d'obtenir par la 
contribution desdites differences de potentiel une 

20 autre valeur predeterminee de champ electrique audit 
voisinage de la premiere electrode (25) . 

2. Dispositif selon la revendication 1, 
caracterise en ce que les moyens pour appliquer une 
difference de potentiel la premiere (25) et la deuxieme 

25 electrode (27) et les moyens pour appliquer une 
difference de potentiel entre les moyens formant 
electrode (28, 29) et la premiere electrode (25) 
fournissent des differences de potentiel telles que la 
valeur du champ electrique audit voisinage de la 

30 premiere electrode (25) est superieure a la valeur qui 
ser ait due a la seule difference de potentiel en tre la 
premiere (25) et la deuxieme electrode (27) . 

3. - Dispositif selon la revendication 1, 
caracterise en ce que les moyens pour appliquer une 

35 difference de potentiel entre la premiere (25) et la 
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deuxieme Electrode (27) et les itipyens pour appliquer 
une difference de potentiel entre les moyens fonnant 
electrode (28, 29) et la premiere electrode (25) 
fournissent des differences de potentiel telles que la 
valeur du champ electrique audit voisinage de la 
premiere electrode (25) est inf^rieure ^ la valeur qui 
serait due ^ la seule difference de potentiel entre la 
premiere (25) et la deuxieme electrode (27) . .^r 

4. Dispositif selon I'une quelconque des 
revendications 1 a 3, caracteris6 en ce que la premiere 
(25) et la deuxieme Electrode (27) et les moyens 
formant Electrode (28,29) sont disposes selon des plans 
parall^les . 

5. ' Dispositif selon I'une quelconque des 
revendications 1^4, caract^risd en ce que .les moyens 
formant Electrode comprennent deux Electrodes (28,29) 
encadrant la premiere electrode (25) . 

6. Dispositif selon la revendication 1, 
caracterise en ce que, la premiere electrode se 
trouvant intercalee entre la deuxieme electrode et les 
moyens formant electrode, les moyens formant electrode 
sont constitues d'une seule electrode. 

7. Precede de production d*un champ 
electrique entre une premiere electrode (25) et une 
deuxieme electrode (27) , comprenant : 

- 1 'application d'une difference de 
potentiel entre la premiere (25) et la deuxieme 
electrode (27) de manidtre a obtenir, si cette 
difference de potentiel etait appliqu6e seule, une 
valeur predetermin^e de champ Electrique au voisinage 
de - la premiere el ectrode ( 25) , 

- 1 ' application d ' une difference de 
potentiel entre la premiere Electrode (25) et des 
moyens formant electrode (28,29) et situes a proximite 
de la pr emigre Electrode (25) , soit dans le meme plan 
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qu'elle, soit de maniere que la premiere electrode se 
trouve intercalee entre la deuxieme electrode et 
lesdits moyens formant electrode, afin d'obtenir, en 
cooperation avec le champ electrique d<i a 1 ' application 
5 de la difference de potentiel entre la premiere (25) et 
la deuxieme Electrode (27), une autre valeur 
prdd^termin^e de champ 61ectrique. 

8. Proced6 selon la revendication 1, 
caracteris6 en ce que 1 ' application de la difference de 

10 potentiel entre la premiere (25) et la deuxifeme 
electrode (27) est telle que, si cette difference de 
potentiel etait appliquee seule, le champ eiectrique 
audit voisinage de la premiere electrode (25) serait 
super ieur k ladite autre valeur predeterminee 

15 9. Precede selon la revendication 1 , 

caracterise en ce que 1 ' application de la difference de 
potentiel entre la premiere (25) et la deuxieme 
electrode (27) est telle que, si cette difference de 
potentiel etait appliquee seule, le champ eiectrique 

20 audit voisinage la premiere electrode (25 J serait 
inferieur k ladite autre valeur predeterminee. 

10. Ecran de visualisation a emission de 
champ comprenant une plaque d* anode (32) et une plaque 
de cathode (31) disposees en regard, la plaque d' anode 

25 (32) comportant sur sa face interne h 1* ecran au moins 
une electrode (37) supportant des moyens luminophores 
(20) , la plaque de cathode (31) comportant sur sa face 
interne ^ 1* ecran au moins une electrode emettrice 
d' electrons (35) au moins partiellement en regard de 

30 1 'electrode d'anode (37), cette electrode -de cathode 
(35) devenant emettrice d' electrons lorsque le champ 
eiectrique a son voisinage depasse une valeur de seuil, 
1* ecran comprenant egalement des moyens d ' application 
d*une difference de potentiel entre ladite electrode 

35 d'anode (37) et ladite electrode de cathode (35), 
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caract6ris6 en ce que I'ecran comprend en outre des 
moyens formant Electrode (38,39) situes a proximite de 
I'^lectrode de cathode (35), soit dans le meme plan 
qu'elle, soit de maniere que 1 ' electrode de cathode 
(35) se trouve intercalee entre 1' electrode d' anode 
(37) et lesdits moyens formant electrode, 1 ' 6cran 
comprenant egalement des. moyens pour appliquer une 
difference de potentiel entre 1' electrode de cathode 
(35) et les moyens formant electrode (38,39), les 
moyens pour appliquer des differences de potentiel sont 
tels qu'ils permettent d'obtenir audit voisinage de 
1' Electrode de cathode une valeur pr6d6terminee de 
champ 61ectrique resultant de la contribution desdites 
differences de potentiel, ladit^ valeu^r predeterminee 
etant k volonte soit inf^rieure a ladite valeur de 
seuil, soit sup^rieure k ladite valeur de seuil. 

11. Ecran de visualisation selon la 
revendication 10, caracterisef -en ce que les moyens pour 
appliquer une difference de . potentiel entre ladite 
electrode d' anode (37) et ladite electrode de cathode 
(3 5) sont tels que, en 1' absence d'une difference de 
potentiel appliquee entre 1' electrode de cathode (35) 
et les moyens formant electrode (38, 39), ladite valeur 
predeterminee de champ eiectrique est inferieure a 
ladite valeur de seuil- 

12* Ecran de visualisation selon la 
revendication 10, caracterise en ce que les moyens pour 
appliquer une difference de potentiel entre ladite 
electrode d' anode (37) et ladite electrode de cathode 
(35) sont tels que, en 1' absence d'une difference de 
potentiel appliquee entre 1' electrode de cathode (3 5) 
et les moyens formant electrode (38, . 39),, la:^ite valeur 
predeterminee de champ eiectrique est superieure a 
ladite valeur de seuil. 
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13. Ecran de visualisation selon I'une 
quelconque des revendications 10 a 12, caracterise en 
ce que les moyens formant electrode comprennent deux 
electrodes (38,39) encadrant ladite electrode de 

5 cathode (35) . 

14. Ecran de visualisation selon I'une 
quelconque des revendications 10 a 12, caracteris^ en 
ce que, ladite Electrode de cathode etant situ6e entre 
ladite Electrode d* anode et les moyens formant 

10 Electrode, les moyens formant Electrode (50) sont 
constitu6s d'une seule Electrode. 

15. Ecran de visualisation selon I'une 
quelconque des revendications 10 k 12, caract6ris6 en 
ce que, ladite Electrode de cathode 6tant situ^e entre 

15 ladite electrode d* anode et les moyens formant 
electrode, ladite electrode de cathode (35) et les 
moyens formant Electrode (38,39) sont separes par une 
couche de mat^riau isolant (34) . 

16. Ecran de visualisation selon I'une 
20 quelconque des revendications 10 a 15, caracterise en 

ce que ladite electrode de cathode (35) comprend un 
element conducteur sur lequel est depos^e une couche de 
mat^riau emissif (30) • 

17. Ecran de visualisation selon la 
25 revendication 16, caracterise en ce que la couche de 

materiau Emissif (47) est separ^e dudit element 
conducteur (45) par une couche resistive (46) . 

18. Ecran de visualisation selon la 
revendication 17, caract6ris6 en ce que la couche de 

30 materiau 6missif (77) ne recouvre qu'une par tie de la 
couche resistive (76) . 

19. Ecran de visualisation selon la 
revendication 17, caracterise en ce que le materiau 
emissif (97) est un materiau depos6 sur la couche 

35 resistive (96) par 1 • interm^diaire d*un materiau 
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catalyseur (92) depos6 sur la couche resistive (96) et 
sur lequel le * materiau ^missif (97) se depose 
pr^f ^rentiellement . 

20. Ecran de visualisation selon I'une 
quelconque des revendications 10 a 19, caracterise en 
ce qu'il est du type matriciel, le croisement de lignes 
et de colonnes definissant des pixels. 

21- Ecran de visualisation selon la 
revendication 10, caracterise en ce que la plaque 
d' anode comporte une electrode commune supportant des 
moyens luminophores, la plaque de cathode (81) comporte 
une plaque (83) supportant des lignes de conducteurs 

(Yi, Yj, Yk) constituant les moyens formant electrode, 
recouverte d'une couche de mat6riau dielectiTique (84), 
la couche de materiau di61ectrique supportant des 
colonnes ' de « conducteurs (85) , les lign:^s et les 
colonnes informant un arrangement .matriciel reli6 k des 
moyens^ d'adressage et definissant des pixels, les 
colonnes de conducteurs supportant un materiau 6missif 

(87) . 

22. Ecran de visualisation selon la 
revendication 21, caracterise en ce que chaque pixel 
correspond au croisement d'une ligne (Yi, Yj, Y^) et de 
plusieurs conducteurs de colonnes (85) . 

23. Ecran de visualisation selon I'une des 
revendications 21 ou 22, caracterise en ce que les 
lignes de conducteurs (Yi, Y j , Y^) comportent des 
fenetres (80) en vis-a-vis des colonnes de conducteurs 
(85), le materiau ^missif (87) supporte par les 
colonnes de conducteurs n'etant present que sur les 
zones des colonnes de conducteurs correspondant aux 

fenStres (80) . 

24. Precede d' utilisation d'un ecran de 
visualisation k emission de champ comprenant au moins 
une electrode d' anode (37) et au moins une electrode de 
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cathode (35) en regard, 1' electrode de cathode 
comprenant un materiau emissif (30) emettant des 
electrons lorsque le champ electrique au voisinage de 
1' electrode de cathode (35) depasse une valeur de 
5 seuil, caracterise en ce qu'il comprend, pour obtenir 
une emission d* electrons de la part du mat6riau 
Emissif : 

- 1 • application d'une difference de 
potentiel entre 1' Electrode d' anode (37) et 1' Electrode 

10 de cathode (35) de manifere k obtenir audit voisinage de 
1' Electrode de cathode, si cette difference de 
potentiel etait appliquee seule, un champ 61ectricjue de 
valeur inf^rieure ^ ladite valeur de seuil, 

- 1 • application d'une difference de 
15 potentiel entre 1' Electrode de cathode (35) et des 

moyens formant electrode (38,39) situ^s k proximity de 
1' electrode de cathode, soit dans le m§me plan qu'elle, 
soit de maniere que 1' electrode de cathode se trouve 
intercal^e entre 1' electrode d' anode et lesdits moyens 

20 formant electrode, afin d' obtenir audit voisinage de 
1' electrode de cathode, en cooperation avec le champ 
electrique dd a 1 ' application de la difference de 
potentiel entre les electrodes d' anode (37) et de 
cathode (35) , une valeur de champ electrique superieure 

25 ci ladite valeur de seuil, 

25 • Precede d' utilisation d'un ecran de 
visualisation k emission de champ comprenant au moins 
une electrode d' anode (37) et au moins une electrode de 
cathode (35) en regard, 1' electrode de cathode 

30 comprenant un materiau emissif (30) emettant des 
electrons lorsque le champ electrique au voisinage de 
1* electrode de cathode (3 5) depasse une valeur' de 
seuil, caracterise en ce qu'il comprend, pour eviter 
une emission d* electrons de la part du materiau 

35 emissif : 
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- 1 'application d'une difference de 
potentiel entre 1' electrode d' anode (37) et 1 • electrode 
de cathode (3 5) de maniere a obtenir audit voisinage de 
l»^lectrode- de- cathode, si cette difference de 

5 potentiel etait appliqu6e seule, un champ electrique de 
valeur superieure a ladite valeur de seuil, 

- 1 ' application d'une difference de 
potentiel entre 1 'Electrode de cathode (35) et des 
moyens formant Electrode (38,39) situes k proximity de 

10 1' electrode de cathode, soit dans le m§me plan qu'elle, 
soit de maniere que 1' Electrode de cathode se trouve 
intercal^e entre 1 'Electrode d' anode et lesdits moyens 
formant Electrode, afin d' obtenir audit voisinage de 
1 ' Electrode de * cathode , en cooperation av'e'G^ le champ 

15 Electrique dCL ^ 1 'application de la difference de 
potentiel entre les Electrodes d' anode (37) et de 
cathode (35), une valeur de champ electrique infErieure 
k ladite valeur de-seuil. 

20 
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